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Fig. 2

(57) Abstract: The present application relates to a semiconductor apparatus, comprising a wafer (1) having a preferably one-piece
semiconductor substrate, in particular a silicon substrate (2), and at least one integrated electronic component (3) which extends in
and/or on the semiconductor substrate (2), wherein the wafer (1) comprises a front-end-of-line (5) that has the integrated electronic
component (3), or at least one of the integrated electronic components, and comprises a back-end-of-line (6) located thereabove, and a
photonic platform (8) which is produced on the top face (9) of the wafer (1) facing away from the front-end-of-line (5), which platform
comprises at least one waveguide (12) and at least one electro-optic device (15), in particular at least one photodetector and/or at least
one electro-optic modulator, wherein the electro-optic devices (15), or at least one of the electro-optic devices, of the photonic platform
(8) is connected to the integrated electronic components (3), or at least one of integrated electronic components, of the wafer (1).

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung betrifft eine Halbleitervorrichtung umfassend einen Wafer (1) mit einem bevor-
zugt einteiligen Halbleiter-, insbesondere Siliziumsubstrat (2) und wenigstens einem integrierten elektronischen Bauteil (3), das sich
in und/oder auf dem Halbleitersubstrat (2) erstreckt, wobei der Wafer (1) ein das oder wenigstens eines der integrierten elektronischen
Bauteile (3) umfassendes Front-End-of-Line (5) und ein dariiber liegendes Back-End-of-Line (6) aufweist, und eine auf der von dem
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Front-End-of-Line (5) abgewandten Oberseite (9) des Wafers (1) hergestellte photonische Plattform (8), die wenigstens einen Wellen-
leiter (12) und wenigstens eine elektro-optischen Einrichtung (15), insbesondere wenigstens einen Photodetektor und/oder wenigstens
einen elektro-optischen Modulator, aufweist, wobei die oder wenigstens eine der elektro-optischen Einrichtungen (15) der photonischen
Plattform (8) mit dem oder wenigstens einem der integrierten elektronischen Bauteile (3) des Wafers (1) verbunden ist.



